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【手続補正書】
【提出日】平成20年2月7日(2008.2.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パターニング済み配線層が当該半導体基板の上に形成される構成の半導体基板を設ける
工程と、
　第１誘電体材料をパターニング済み配線層の上に堆積させる工程と、
　第１電極材料を第１誘電体材料の上に堆積させる工程と、
　第２誘電体材料を第１電極材料の上に堆積させる工程と、
　第２電極材料を第２誘電体材料の上に堆積させる工程と、
　第２電極材料をパターニングして第１キャパシタの上部電極を形成する工程と、
　第１電極材料をパターニングして、第２キャパシタの一の電極、及び第１キャパシタの
一の電極を形成するとともに抵抗体を画定する工程とを備える、半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　半導体基板と、
　前記半導体基板上のパターニング済み配線層と、
　前記パターニング済み配線層上の第１キャパシタと、
　前記パターニング済み配線層上の第２キャパシタと、
　前記パターニング済み配線層上の抵抗体とを備え、
　第１キャパシタは電極材料層からなるとともに第１の数量の誘電体層を備え、
　第２キャパシタは前記電極材料層からなるとともに第２の数量の誘電体層を備え、及び
、
　誘電体層の前記第１の数量は前記第２の数量よりも大きいことによって、第１キャパシ
タは第２キャパシタよりも大きい単位面積当たり容量を有する、半導体装置。
【請求項３】
　パターニング済み配線層が当該半導体基板の上に形成され、及び、前記パターニング済
み配線層の一部分が第１キャパシタの下部電極及び第２キャパシタの下部電極を画定して
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いる半導体基板を設ける工程と、
　第１誘電体材料を前記パターニング済み配線層の上に堆積させる工程と、
　第１誘電体材料をパターニングして前記パターニング済み配線層の一部分を露出させる
開口を形成する工程と、
　第１電極材料を第１誘電体材料の上に、かつ開口の内部に堆積させて、第１電極材料が
パターニング済み配線層の前記部分とコンタクトする工程と、
　第２誘電体材料を第１電極材料の上に堆積させる工程と、
　第２電極材料を第２誘電体材料の上に堆積させる工程と、
　第２電極材料をパターニングして第１キャパシタの上部電極を形成する工程と、
　第１電極材料をパターニングして第２キャパシタの上部電極、及び第１キャパシタの下
部電極を形成する工程とを備える、半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　パターニング済み配線層が当該半導体基板の上に形成されている半導体基板を設ける工
程と、
　第１誘電体材料を前記パターニング済み配線層の上に堆積させる工程と、
　第１誘電体材料をパターニングして第１開口及び第２開口を第１誘電体材料に形成する
工程と、
　第１電極材料を第１誘電体材料の上に、かつ第１及び第２開口の内部に堆積させる工程
と、
　第２誘電体材料を第１電極材料の上に堆積させる工程と、
　第２電極材料を第２誘電体材料の上に堆積させる工程と、
　第３誘電体材料を第２電極材料の上に堆積させる工程と、
　第３電極材料を第３誘電体材料の上に堆積させる工程と、
　第３電極材料をパターニングして第１キャパシタの上部電極を形成する工程と、
　第３誘電体材料及び第２電極材料をパターニングして第１キャパシタの中間電極及び第
２キャパシタの上部電極を形成する工程と、
　第２誘電体材料及び第１電極材料をパターニングして第１キャパシタの下部電極、及び
第２キャパシタの下部電極を形成する工程とを備える半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　パターニング済み配線層が当該半導体基板の上に形成されている半導体基板を設ける工
程と、
　第１誘電体材料を前記パターニング済み配線層の上に堆積させる工程と、
　第１電極材料を第１誘電体材料の上に堆積させる工程と、
　第２誘電体材料を第１電極材料の上に堆積させる工程と、
　第２電極材料を第２誘電体材料の上に堆積させる工程と、
　第２電極材料をパターニングして第１キャパシタの上部電極を形成する工程と、
　第１電極材料をパターニングして第２キャパシタの一の電極及び第１キャパシタの一の
電極を形成する工程と、
　パターニング済み配線層は第２キャパシタの下部電極を構成し、かつ第１キャパシタに
は設けられない、半導体装置の製造方法。
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